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【はじめに】 ZnOの禁制帯幅は室温において 3.4 eV[1]と広く、励起子束縛エネルギーも 59 meV[2]

と大きいことから、励起子を利用した近紫外発光デバイスの活性層として有望な材料である。我々

は、化学機械研磨(CMP)を用いた水熱合成(HT-)ZnO ウエハの薄膜化を行い、それを活性層に用い

る半導体微小共振器(MC)を形成し、室温において MC 結合励起子ポラリトン発光を観測した[3]。

昨秋の講演会では CMP により HT-ZnO ウエハに高濃度の非輻射再結合欠陥が導入されることを

明らかにした[4]。本講演では、薄膜化の際に導入される欠陥濃度を低減できる手法の探索を目的

として、反応性イオンエッチング(RIE)を行った HT-ZnOウエハの時間分解フォトルミネッセンス

(TRPL)および X線光電子分光(XPS)評価結果を報告する。 

【実験と結果】 東京電波社製 HT-ZnOの(0001̅)面に対し、(i)RF出力 200 W、RIE処理時間 2.5-16

分、(ii)エッチング深さ 1000 nm程度、RF出力 200-1000 Wの条件で RIEを行った。TRPL測定は

Al2O3:Tiレーザの第 3高調波(𝜆=267 nm)を励起光源とし、室温かつ弱励起条件において実施した。

Fig. 1 に、上記条件で RIE を行った試料のバンド端発光の室温 PL 寿命を示す。参考として、as-

received試料の結果を破線で示す。(i)は RIE処理時間に関わらず、PL寿命の速い成分(𝜏1)が 0.8 ns

程度であり、as-received試料と比較して半分程度に減少した。一方、(ii)試料群の𝜏1は、as-received

試料より短くなったが、RF 出力

が大きいほど長くなる傾向が得

られた。低い RF出力の条件で自

由キャリアないしは励起子を浪

費する深い準位が多く導入され

たことが示唆される。当日は、

XPS 測定による表面化学状態の

分析結果を踏まえて TRPLの結果

を深掘りする。 
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Fig. 1 Room-temperature PL lifetimes of the near-band-edge 

emissions for the RIE-processed HT-ZnO. Broken lines represent 

the values for the as-received ZnO. 
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